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１．概要（Summary） 

本研究ではSOI基板を用いて、3軸加速度センサやマ

イクロフォンとして応用できる高感度な圧力センサの製作

が目的である。微細加工をする際、シリコン深掘りエッチ

ングや気相フッ酸エッチングを用いて、各種センサを製作

した。 

 
２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 

高速大面積電子線描画装置 

高速シリコン深掘りエッチング装置 

気相フッ酸エッチング装置 

ステルスダイサー 

マニュアルウエッジボンダ― 

【実験方法】 
高速シリコン深掘りエッチング装置を使用して SOI ウェ

ハのデバイス層のシリコンをエッチングしてリリースホール

を形成し、気相フッ酸エッチング装置を使用して埋め込み

酸化膜層をエッチングして、加速度センサの錘や圧力セ

ンサのダイアフラムをリリースした。試作した各種センサは

LCR メータを使用して、加速度や圧力を加えた際の微小

な静電容量の変化を測定した。 
 

３．結果と考察（Results and Discussion） 
試作した加速度センサを Fig. 1 に、圧力センサを Fig. 

2 に示す。加速度センサは、測定の際に梁および櫛歯が

接触してしまい、静電容量が変化せず、測定ができなか

った。これは、想定以上の加速度が加わってしまったこと

で錘が大きく変位し、接触してしまったと考える。 
圧力センサでは狙い通りの構造を形成できたが静電容

量の測定ができなかった。これは格子状構造によってダイ

アフラムが変位せず容量変化が得られなかったと考える。 

 

Fig. 1 Optical microscope photograph of the 
released spindle. 

 

Fig. 2 Optical microscope photograph of the 
released diaphragm. 
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